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Predkladana PhD prace Tato disertaéni prace se zabyva vyzkumem amorfnich
tenkych vrstev Ge-S a Ge-Ga-S jakoZto potencialnich elektrolyts pro CB RAM
paméti.

Piedlozena prace predklada popis pfipravy objemovych vzorklli a tenkych vrstev
danych amorfnich systému. K pfipravé tenkych vrstev byly pouzity dvé metody
pfipravy, pulzni laserova depozice a vakuove napafovani, pfi kterém byly pouZity tfi
rizné odpafovaci prvky. Bylo zji$téno, Ze tenké vrstvy pfipravené vakuovym
napafovanim nebyly opticky homogenni a byly dodateé¢né homogenizovany
temperaci pfi rdznych teplotach.

Tenké vrstvy piipravené pulzni laserovou depozici vykazovaly dobrou homogenitu,
byly amorfni, a ackoli u nich dosio k posunu slozeni, byly vhodné k dal$im
experimentim. Byl na nich aplikovan proces opticky indukovaného rozpousténi a
difuze stfibra. Bylo zji§t&no, Ze s rostoucim obsahem Ga v tenkych vrstvach, roste i
obsah rozpusténého Ag. V dalSi sade pokusil bylo také zjisténo, Ze obsah Ag
vyristal i se zmensujici se tloustkou tenkych vrstev a to jak u tenkych vrstev bez Ga,
tak i u vrstev s maximalnim obsahem Ga.

V této praci byly pfipraveny dva typy pamétovych cel. Prvni typ byly cely ITO/Ag-
GeS/Ag a ITO/Ag-GeGaS/Ag. Tyto cely vykazovaly mensi rozdil mezi hodnotami Ron
a Rorr, jejich spinani véak dosahovalo stabilnich hodnot i po 1000 cyklech, obzvlast
v celach obsahujicich Ga. Druhy typ pamétovych cel byl Ag/AAO-Ag-GeS/Al a
Ag/AAO-Ag-GeGaS/Al, kde spinani bylo pomoci AAO membrany pievedeno do
dimenzi nanorozmért jak v tloustce, tak i v ostatnich rozmérech. Vysledky obdrzené
pfi spinani téchto pamétovych cel poukazuji na dal$i moZnosti vyzkumu v dané
oblasti.

V prab&hu PhD. studia byla Ing. Valkova za svou vynikajici praci ocenéna dvémi

stazemi na zahraniénich pracovistich 1. Institute of Chemical Engineering and High



Temperature Processes, Patras, Recko a 2. Universit¢é de Rennes 1, Rennes,
Francie.
Autorka se zhostila svého Ukolu s nad$enim, vysokou odpovédnosti a schopnosti
pracovat samostatné a se zapalem pro vec. Zviadla speciaini postupy a strategie
pfipravy chalkogenidovych skel a jejich tenkych vrstev fadou fyzikalnich metod.
Teoreticky i prakticky si osvojila fadu charakterizagnich technik. Byla prukopnici
v oblasti aplikace iontové vodivych tenkych vrstev chalkogenidli pro pamétove
spinani a jeho vyuZiti v potencialnich aplikacich.

Vysledky jeho prace jsou pfedmétem 2 (a celkem 4) praci v zahrani¢nich
gasopisech (jiz publikovanych). Dale byly vysiedky presentovany a publikovany v 24

ptispé&vcich na zahrani¢nich i domacich konferencich.
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